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(57) Мікроелектронний пристрій для вимірювання
теплової потужності, який містить польовий тран-
зистор, пасивну індуктивність, конденсатор та пе-
рше і друге джерела напруги, який відрізняється
тим, що на затвор польового транзистора напиле-
но плівку піроелектрика і поглинач випромінюван-

ня, а в пристрій додатково введений біполярний
транзистор з напиленими на базу плівкою піроеле-
ктрика і поглиначем випромінювання, причому
затвор польового транзистора з напиленими плів-
кою піроелектрика і поглиначем випромінювання
з'єднаний з першим полюсом першого джерела
напруги, другий полюс першого джерела напруги
з'єднаний із колектором біполярного транзистора з
напиленими на базу плівкою піроелектрика і по-
глиначем випромінювання, при цьому витік польо-
вого транзистора і емітер біполярного транзистора
з'єднані між собою, а база біполярного транзисто-
ра з'єднана зі стоком польового транзистора, до
якого підключена перша вихідна клема та перший
вивід пасивної індуктивності, другий вивід пасивної
індуктивності з'єднаний з першим виводом кон-
денсатора і першим полюсом другого джерела
напруги, при цьому другий вивід конденсатора
з'єднаний з другим полюсом другого джерела на-
пруги, колектором біполярного транзистора і дру-
гим полюсом першого джерела напруги, які утво-
рюють загальну шину, до якої підключена друга
вихідна клема.

Винахід відноситься до галузі контрольно-
вимірювальної техніки і може бути використаний
для вимірювання потужності теплового випромі-
нювання.

Відомий пристрій для вимірювання темпера-
тури [Авторське свідоцтво СРСР №463873, кл. G
01 J 5/20,1975, Бюл. №10]. Пристрій для вимірю-
вання температури містить у світлонепроникному
корпусі діафрагму, приймач випромінювання, ам-
перметр і джерело постійного струму, увімкнене в
вимірюване коло, причому приймач випроміню-
вання виконаний у вигляді фотоелектронного по-
множувача з керуючою сіткою, під'єднаною до до-
даткового джерела живлення постійного струму.

Недоліком даного пристрою є вихідний сигнал
у вигляді електричного струму, що при подальшо-
му оброблені потребує додаткові пристрої, що
ускладнює будову пристрою, збільшує похибку
вимірювання, знижує економічність.

Найбільш близьким до запропонованого при-
строю є пристрій для вимірювання температури
[Деклараційний патент на винахід №33404, кл.
G01 К 7/00, 2001, Бюл. №1]. Пристрій для вимірю-
вання температури містить генератор електричних
коливань у вигляді двох польових транзисторів,
один із яких є термочутливим елементом, резис-
тор, конденсатор, пасивну індуктивність, перше
джерело напруги і друге джерело напруги, причо-
му затвор першого польового транзистора через
обмежувальний резистор з'єднаний з першим по-
люсом першого джерела напруги, а другий полюс
першого джерела напруги з'єднаний із стоком дру-
гого польового транзистора, при цьому витоки
першого і другого польового транзисторів з'єднані
між собою, а затвор другого польового транзисто-
ра з'єднаний із стоком першого польового транзи-
стора, до якого підключена перша вихідна клема
та перший вивід пасивної індуктивності, а другий
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вивід пасивної індуктивності з'єднаний з першим
виводом конденсатора і першим полюсом другого
джерела напруги, при цьому другий вивід конден-
сатора з'єднаний з другим полюсом другого дже-
рела напруги, стоком польового транзистора і дру-
гим полюсом першого джерела напруги, які
утворюють загальну шину, до якої підключена дру-
га вихідна клема.

Недоліком даного пристрою є невисока чутли-
вість і точність вимірювання.

В основу винаходу поставлено задачу ство-
рення мікроелектронного пристрою для виміру
теплової потужності, в якому за рахунок введення
нових блоків та зв'язків між ними досягається під-
вищення чутливості і точності вимірювання.

Поставлена задача досягається тим, що в мік-
роелектронний пристрій для виміру теплової поту-
жності, який містить польовий транзистор, пасивну
індуктивність, конденсатор, перше джерело напру-
ги і друге джерело напруги, на затвор польового
транзистора напилено плівку піроелектрика і по-
глинач випромінювання, крім того введено біполя-
рний транзистор з напиленими на базу плівкою
піроелектрика і поглиначем випромінювання, при-
чому затвор польового транзистора з напиленими
плівкою піроелектрика і поглиначем випроміню-
вання з'єднаний з першим полюсом першого дже-
рела напруги, а другий полюс першого джерела
напруги з'єднаний із колектором біполярного тран-
зистора з напиленими на базу плівкою піроелект-
рика і поглиначем випромінювання, при цьому
витік польового транзистора з напиленими на за-
твор плівкою піроелектрика і поглиначем випромі-
нювання і емітер біполярного транзистора з напи-
леними на базу плівкою піроелектрика і
поглиначем випромінювання з'єднанні між собою,
а база біполярного транзистора з напиленими плі-
вкою піроелектрика і поглиначем випромінювання
з'єднана зі стоком польового транзистора з напи-
леними на затвор плівкою піроелектрика і погли-
начем випромінювання, до якого підключена пер-
ша вихідна клема, та перший вивід пасивної
індуктивності, а другий вивід пасивної індуктивнос-
ті з'єднаний з першим виводом конденсатора і
першим полюсом другого джерела напруги, при
цьому другий вивід конденсатора з'єднаний з дру-
гим полюсом другого джерела напруги, колекто-
ром біполярного транзистора з напиленими на
затвор плівкою піроелектрика і поглиначем випро-
мінювання і другим полюсом першого джерела

напруги, які утворюють загальну шину, до якої під-
ключена друга вихідна клема.

На кресленні наведено схему мікроелектрон-
ного пристрою для виміру теплової потужності.

Пристрій містить перше джерело напруги 1,
що з'єднано одним полюсом до затвору польового
транзистора 4 з напиленими плівкою піроелектри-
ка 3 і поглиначем випромінювання 2, а іншим по-
люсом до колектора біполярного транзистора 5,
який під'єднано до заземлення, витік польового
транзистора 4 з'єднаний з емітером біполярного
транзистора 5, а стік польового транзистора 4 під'-
єднано до пасивної індуктивності 8, база біполяр-
ного транзистора 5 з напиленими плівкою піроеле-
ктрика 6 і поглиначем випромінювання 7 з'єднана
зі стоком польового транзистора 4, а паралельно
транзисторам з'єднано пасивну індуктивність 8 та
конденсатор 9 і друге джерело напруги 10.

Пристрій працює наступним чином. В початко-
вий момент часу теплове випромінювання не діє
на поглиначі випромінювання 2  і 7.  Підвищення
напруги джерел напруги 1  і 10  до величини,  коли
на електродах стік - колектор польового транзис-
тора 4 і біполярного транзистора 5 виникає від'єм-
ний опір, який приводить до виникнення електрич-
них коливань в контурі, утвореному послідовним
включенням повного опору з ємнісним характером
на електродах стік - колектор польового транзис-
тора 4 і біполярного транзистора 5 та індуктивним
опором пасивної індуктивності 8. Конденсатор 9
запобігає проходженню змінного струму через дру-
ге джерело напруги 10. При наступній дії теплово-
го випромінювання воно поглинається поглинача-
ми випромінювання 4 і 5 і передається на напилені
на затвор польового транзистора 4 і базу біполяр-
ного транзистора 5 плівки піроелектрика 3 і 6. Теп-
лова дія потужності випромінювання W викликає
зміну температури DT піроелектрика(W®DТ), зміна
температури DT зумовлює появу зарядів DQ на
електродах піроелектрика(DT®DQ), заряд DQ на
електродах піроелектрика створює різницю потен-
ціалів U(DQ®U),  яка додається до напруги,  що
існує на електродах затвор-витік польового тран-
зистора 4 і база-емітер біполярного транзистора 5
і змінює значення ємності коливального контуру,
утвореного послідовним включенням повного опо-
ру з ємнісним характером на електродах стік - ко-
лектор польового транзистора 4 і біполярного тра-
нзистора 5 та індуктивним опором пасивної
індуктивності 8, а це викликає зміну резонансної
частоти коливального контуру.
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